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式中 为漏源 电流
,

功‘ 为碰撞电离临界能
,

它与禁带宽度具有同样的温度特性
, ‘ 为

碰撞电离常数
,

幼 和 召 分别为沟道中 , 处及漏端的水平 电场
。

电子 一 声子散射决定构平

均 自由程 入与温度的关系为
入 入。 ,

其中 入。 为 久 的低温极限值
。

利用 准二维解析模型
,

考虑迁移率及沮度相关参数的沮度特性 , 卜
,

本文研

究了 ‘ 甄超盖的平均扁由退
一

沟道电子趁运过沼市的爱热以及
一

毯越电离过移薄的盆度特选
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结果与分析

中
,

此时平均 自由程取 久流 石
,

与温度无关
。

由图 可以看 出
,

在三种情形 的平均 自由程

中
,

本文 的结果能够最佳拟合文献实验值
。

认为
,

衬底电流模型中的平均 自由程应与电子散射时能量净损失相关
,

因而具有

能量驰豫属性 等 理论证明了能量净损失平均 自由程等于 入。 和 曾报

道 场
,

因此由本文的结果得到与文献 【 不 同的结论 衬底 电流模型 式中的 入 与温

度无关
,

不随温度降低而增大
,

且其值约 为
。

高场输运 中的 电子能量 沟道电子在漏段区域 沟道中电子达到高场极限速度点到

漏结 的区域 中输运时
,

其能量 入 约 将发生显著变化
,

图 给 出了 和 时的模拟

结果
。

可以看出
,

下 电子的最大能量 在漏结处 要高于 的对应值
,

从沟道电子最高

能量观点 出发
,

下单位沟道电子在漏结附近通过碰撞 电离将有可能产生高于室温下 的电

子 一 空穴对数 目
,

并导致较大 的衬底电流
。

加
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一一幽 通 沮度

退度
图 碰撞电离系数随沮度变化的模拟结果

飞
·

,

图 不同沮度下 的模拟和报道结果
二

·
, 二

·

图 给 出了 和 下 二 时 随 变化的模拟 曲线
,

其中各项

参数值同前
。

综合第
、

和 节知
,

尽管 电子
一

声子散射在低沮下减弱 了
,

但是 电子

能量的净损失增加
,

声子净产生率增大
,

因此 入保持为定值 人‘二 助石 另一方面
,

虽然杨沮

下电子在漏端附近获得较高的能量
,

但 由于碰撞电离过程的衰减
,

使衬底电流并非呈数量级增

长
,

图 所示支持这一结论
。
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